
SubP1- Dispositivos Eletrônicos, 2015-1 
1.(a) Explique, usando o conceito das forças de difusão e Deriva, como uma junção semicondutora atinge o equilíbrio. De 
maneira clara e sucinta, com desenho se possível. 
 
2. (a) Desenhe a saída do circuito ao lado, colocando os níveis do 
tensão da onda esperados (b) Considerando a potência do zener 
como 1 W, qual a tensão máxima de entrada admitida antes de 
queimar o zener? 

 
3. (a) No circuito ao lado,  varia entre 20 e 100. Rc vale 1K, calcule 
Rb para que o transistor sature com uma tensão Vin de 3.3V. 
Considere VBE como 0.7 e Vcc=5V. (b) A entrada vin é uma onda 
quadrada assumindo valores de 0 e 3.3 V. Mostre a saída vo. 

 
 

 
4 . (a) Monte o modelo de pequenos sinais e demonstre a expressão 
do ganho analítico Av= vout/vin para o circuito ao lado. (b) Na 
expressão do Av, considere RE>>re e apresente o ganho Av teórico 
para o caso da polarização onde VE=0.1VCC e VCE=0.5VCC. 
Considere IC=IE 
 

 
5.(a) Calcule, para o circuito ao lado, IE, IB, VCE. Considere =200, 
VBE==200, VBE=0.7. Use a análise exata (com equivalente de 
Thevenin). (b) Plote a reta de carga, posicionando o ponto 
quiescente na reta. (c) De acordo com o item (b), ao aplicar um sinal 
AC no circuito, o sinal de saída estaria mais próximo da saturação 
ou do corte?  

 
 






